DL-3147-060

Wellenlange: 650nm (typ.)

Geringer Schwellstrom: 20mA (typ.)
Max. Ausgangsleistung: 5mW bei +70°C
TE mode

Anwendungsqgebiete:
DVD-ROM
DVD-RAM-Reading

Window
/" _Cap

Maximalwerte Heatsink
Parameter Symbol Wert Einheit
Alliesigﬁjrrln%s_ cw Po 7 mw |~ Laser chip
Sperr- Laser VR 2 V 1 . .
spannung | py VR 30 Y \\.\ - PIN photodiode
Betriebstemperatur Topr -10...+70 °C N Stem
Lagertemperatur Tstr -40...485 °C iy
Elektrische und optische Eigenschaften bei 25°C
Parameter Symbol | Betriebsbedingung Min. Typ. Max. Einheit
Schwellstrom Ith cw - 20 35 mA
Betriebsstrom lop Po=5mwW — 30 45 mA
Betriebsspannung Vop Po=5mW - 2,3 2,6 \%
Wellenlange I Po=5mW 645 650 660 nm
Strahl- Senkrecht ql — 25 30 35 deg.
divergenz Parallel qll — 7 8 10 deg.
Strahl- Senkrecht Dqgl -— - -— +/-3 deg.
abweichung | pargjle| Dqll — - — +/-2 deg.
Differentieller Wirkungsgrad| dPo/dlop Po=5mW 0,3 0,5 0,8 mW/mA
Monitordiodenstrom Im Po=5mwW 0,08 0,20 0,4 mA
Astigmatismus As Po=5mwW - 8 - pm
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This is typical data and it may not represent all products.
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Distribution data of DL-3147-060

SANYO
Po=5mW n=304P
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